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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の位置に貫通孔を設け、表面部に絶縁性の電着樹脂層を設けたシート状の金属材料を
ベース基板とし、該ベース基板の貫通孔に電解めっきにより金属めっきを形成して、充填
タイプのスルホールを設け、且つ、該ベース基板の片面ないし両面に、配線部を１層ない
し複数層形成した配線基板の製造方法であって、少なくとも順に、（Ａ）スルホール形成
用の貫通孔を所定の位置に設けたシート状の金属材料の表面に、電着により絶縁性の電着
樹脂層を形成して、ベース基板を作製するベース基板作製工程と、（Ｂ）少なくとも一面
が導電性である基材の導電性面に、スルホールと接続し、且つスルホール形成領域を覆う
ための端子部を含む配線部を選択めっきによりめっき形成した転写版と、前記電着樹脂層
を形成したベース基板とを、転写版の配線部側をベース基板の第１の面側にして、位置合
わせして、密着させる工程と、（Ｃ）転写版の配線部側をベース基板の第１の面側に密着
させた状態のまま、第２の面側から露出した、配線部の端子部に導電性層を電解めっきに
よりめっき形成して、ベース基板の貫通孔部を、第２の面に達するように埋めて、充填タ
イプのスルホールを形成するめっき工程と、（Ｄ）配線部のみをベース基板に残した状態
で、転写版を剥離する転写版剥離工程とを有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項２】
請求項１における電着樹脂層は、カルボキシル基を有する溶剤可溶性ポリイミド、溶剤、
中和剤を含むポリイミド電着液を用い、且つ、該ポリイミド電着液を０°Ｃ～１５°Ｃに
冷却保持して、電着形成されることを特徴とする配線基板の製造方法。
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【請求項３】
溶剤可溶性ポリイミドの芳香族テトラカルボン酸成分として、少なくとも、３、４、３’
、４’－ビフェニルテトラカルボン酸ジ無水物か３、４、３’、４’－ベンゾフェノンテ
トラカルボン酸ジ無水物のいずれか一方を含み、芳香族ジアミン成分として、３，５－ジ
アミノ安息香酸を含むことを特徴とする請求項２に記載の配線基板の製造方法。
【請求項４】
請求項２ないし３において、溶剤としてアセトフェノンまたは１－アセトナフトンが用い
られることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項５】
請求項１ないし４において、転写版剥離工程後、シート状の絶縁層の第１の面側およびま
たは第２の面側に、別の転写版を用いて配線層を転写形成する工程を有することを特徴と
する配線基板の製造方法。
【請求項６】
請求項１ないし５のめっき工程において、ベース基板の第２の面の貫通孔領域周辺にまで
達し、盛り上がる様に導電性層を電解めっきを行い、貫通孔部に充填タイプのスルホール
を形成するとともに、該スルホールに一体的に連結した外部端子部を形成することを特徴
とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
請求項６において、めっき形成された外部端子部上に半田めっきを施すことを特徴とする
配線基板の製造方法。
【請求項８】
所定の位置に貫通孔を設け、表面部に絶縁性の電着樹脂層を設けたシート状の金属材料を
ベース基板とし、該ベース基板の貫通孔に電解めっきにより金属めっきを形成して、充填
タイプのスルホールを設け、且つ、該ベース基板の片面ないし両面に、配線部を１層ない
し複数層形成した配線基板であって、請求項１ないし７の配線基板の製造方法により製造
されたことを特徴とする配線基板。
【請求項９】
エリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板であることを特徴とする請求項８記載の配
線基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、配線基板に関するもので、特に、高信頼性を有す充填タイプのスルーホールを
形成した配線基板と、その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体装置は、電子機器の高性能化と軽薄短小の傾向からＬＳＩ、ＡＳＩＣに代表
されるように、ますます高集積化、高機能化の一途をたどってきている。
これに伴い、信号の高速処埋には，パッケージ内部のスイッチングノイズが無視できない
状況になってきて、特に、ＩＣの同時スイッチングノイズにはパッケージ内部配線の実効
インダクタンスが大きく影響を与える為、主に、電源やグランドの本数を増やしてこれに
対応してきた。
この結果、半導体装置の高集積化、高機能化は外部端子総数の増加を招き、半導体装置の
多端子化が求められるようになってきた。
多端子ＩＣ、特にゲートアレイやスタンダードセルに代表されるＡＳＩＣあるいは、マイ
コン、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等をコストパフオ
ーマンス高くユーザに提供するパッケージとしてリードフレームを用いたプラステイック
ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）が主流となり、現在では３００ピンを超
えるものまで実用化に至っている。
ＱＦＰは、ダイパッド上に半導体素子を搭載し、銀めっき等の表面処理がなされたインナ
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ーリード先端部と半導体素子の端子とをワイヤにて結線し、封止樹脂で封止を行い、この
後、ダムバー部をカットし、アウターリードを設けた構造で多端子化に対応できるものと
して開発されてきた。
ここで用いる単層リードフレームは、通常、４２合金（４２％ニッケルー鉄合金）あるい
は銅合金などの電気伝導率が高く、且つ機械的強度が大きい金属材を素材とし、フオトエ
ッチング法かあるいはスタンピング法により、外形加工されていた。
【０００３】
しかし、半導体素子の信号処理の高速化、高機能化は、更に多くの端子数を必要とするよ
うになってきた。
ＱＦＰでは外部端子ピッチを狭めることにより、パッケージサイズを大きくすることなく
多端子化に対応してきたが、外部端子の狭ピッチ化に伴い、外部端子自体の幅が細くなり
、外部端子の強度が低下するため、フオーミング等の後工程におけるアウターリードのス
キュ一対応やコプラナリティー（平坦性）維持が難しくなり、実装に際しては、パッケー
ジ搭載精度維持が難しくなるという問題を抱えていた。
このようなＱＦＰの実装面での間題に対応するため、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒ
ｒａｙ）と呼ぱれるプラスッテイックパッケージが開発されてきた。このＢＧＡは、通常
、両面基板の片面に半導体素子を搭載し、もう一方の面に球状の半田ボールを通じて半導
体素子と外部端子（半田ボール）との導通をとったもので、実装性の対応を図ったパッケ
ージである。
ＢＧＡはパッケージの４辺に外部端子を設けたＱＦＰに比べ、同じ外部端子数でも外部端
子間隔（ピッチ）を大きくとれるという利点があり、半導体実装工程を難しくすることな
く、入出力端子の増加に対応できた。
このＢＧＡはＢＴレジンを代表とする耐熱性を有する平板の基材の片面に半導体素子を塔
載するダイパッドと半導体素子からボンディングワイヤにより電気的に接続されるボンデ
ィングパッドを持ち、もう一方の面に、外部回路と半導体装置との電気的、物理的接続を
行う格子状あるいは千鳥状に二次元的に配列された半田ボールにより形成した外部接続端
子をもち、外部接続端子とボンディングパッドの間を配線とスルーホール、配線により電
気的に接続している構造である。
【０００４】
しかしながら、このＢＧＡは、めっき形成したスルホールを介して、半導体素子とボンデ
ィングワイヤで結線を行う配線と、半導体装置化した後にプリント基板に実装するための
外部接続端子部（単に外部端子部とも言う）とを、電気的に接続した複雑な構造で、樹脂
の熱膨張の影響により、スルホール部に断線を生じる等信頼性の面で問題があり、且つ作
製上の面でも問題が多かった。
【０００５】
この為、作製プロセスの簡略化、信頼性の向上をはかり、従来のリードフレームの作製と
同様、金属薄板をエッチング加工等により所定の形状加工し、これをコア材として、配線
を形成したＢＧＡタイプの半導体装置も種々提案されている。
このタイプのものは、基本的に、金属薄板の板厚によって加工精度、配線の微細化が制限
される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、ＢＧＡは、多端子化には有利であるものの、信頼性の面、作製上の面で問
題が多く、また金属薄板をエッチング加工等により所定の形状加工したもの（リードフレ
ーム）をコア材として配線を形成したＢＧＡタイプ（エリアアレイタイプとも言う）のも
のは、近年の更なる多端子化には対応できないという問題がある。
本発明は、これらの問題に対応するもので、ベース基板の少なくとも一面に微細な配線を
形成し、且つ、電気的に信頼性の高い充填タイプのスルホールを設けた配線基板の製造の
方法を提供しようとするものである。
具体的には、ベース基板の少なくとも一面に選択めっき形成された配線部を設け、且つ、
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電気的接続に対して信頼性の高い充填タイプのスルホールを設けた配線基板の製造方法を
提供しようとするものである。
更に具体的には、このような選択めっき形成された配線部、充填タイプのスルホールに加
え、スルホールと該ベース基板の他の面側に設けた外部端子部とを一体的に連結して設け
た配線基板の製造方法を提供しようとするものである。
同時に、そのような製造方法により作製された配線基板を提供しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の配線基板の製造方法は、所定の位置に貫通孔を設け、表面部に絶縁性の電着樹脂
層を設けたシート状の金属材料をベース基板とし、該ベース基板の貫通孔に電解めっきに
より金属めっきを形成して、充填タイプのスルホールを設け、且つ、該ベース基板の片面
ないし両面に、配線部を１層ないし複数層形成した配線基板の製造方法であって、少なく
とも順に、（Ａ）スルホール形成用の貫通孔を所定の位置に設けたシート状の金属材料の
表面に、電着により絶縁性の電着樹脂層を形成して、ベース基板を作製するベース基板作
製工程と、（Ｂ）少なくとも一面が導電性である基材の導電性面に、スルホールと接続し
、且つスルホール形成領域を覆うための端子部を含む配線部を選択めっきによりめっき形
成した転写版と、前記電着樹脂層を形成したベース基板とを、転写版の配線部側をベース
基板の第１の面側にして、位置合わせして、密着させる工程と、（Ｃ）転写版の配線部側
をベース基板の第１の面側に密着させた状態のまま、第２の面側から露出した、配線部の
端子部に導電性層を電解めっきによりめっき形成して、ベース基板の貫通孔部を、第２の
面に達するように埋めて、充填タイプのスルホールを形成するめっき工程と、（Ｄ）配線
部のみをベース基板に残した状態で、転写版を剥離する転写版剥離工程とを有することを
特徴とするものである。
そして、上記における電着樹脂層は、カルボキシル基を有する溶剤可溶性ポリイミド、溶
剤、中和剤を含むポリイミド電着液を用い、且つ、該ポリイミド電着液を０°Ｃ～１５°
Ｃに冷却保持して、電着形成されることを特徴とするものであり、溶剤可溶性ポリイミド
の芳香族テトラカルボン酸成分として、少なくとも、３、４、３’、４’－ビフェニルテ
トラカルボン酸ジ無水物（以降、ＢＰＤＡとも言う）か３、４、３’、４’－ベンゾフェ
ノンテトラカルボン酸ジ無水物（以降、ＢＴＤＡとも言う）のいずれか一方を含み、芳香
族ジアミン成分として、３，５－ジアミノ安息香酸を含むことを特徴とするものである。
また、上記において、溶剤としてアセトフェノンまたは１－アセトナフトンが用いられる
ことを特徴とするものである。
また、上記において、転写版剥離工程後、シート状の絶縁層の第１の面側およびまたは第
２の面側に、別の転写版を用いて配線層を転写形成する工程を有することを特徴とするも
のである。
また、上記のめっき工程において、ベース基板の第２の面の貫通孔領域周辺にまで達し、
盛り上がる様に導電性層を電解めっきを行い、貫通孔部に充填タイプのスルホールを形成
するとともに、該スルホールに一体的に連結した外部端子部を形成することを特徴とする
ものであり、該めっき形成された外部端子部上に半田めっきを施すことを特徴とするもの
である。
【０００８】
本発明の配線基板は、所定の位置に貫通孔を設け、表面部に絶縁性の電着樹脂層を設けた
シート状の金属材料をベース基板とし、該ベース基板の貫通孔に電解めっきにより金属め
っきを形成して、充填タイプのスルホールを設け、且つ、該ベース基板の片面ないし両面
に、配線部を１層ないし複数層形成した配線基板であって、本発明の配線基板の製造方法
により製造されたことを特徴とするものであり、エリアアレイタイプの半導体装置用の配
線基板であることを特徴とするものである。
【０００９】
【作用】
本発明の配線基板の製造方法は、このような構成にすることにより、ベース基板の少なく
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とも一面に微細な配線を形成し、且つ、電気的接続に対して信頼性の高い充填タイプのス
ルホールを設けた配線基板の製造を、比較的簡単に作製することを可能としている。
特に、高い密度配線、多端子のエリアアレイタイプ（ＢＧＡタイプ）の半導体装置用の配
線基板の作製への適用が可能で、微細な配線の形成、信頼性の高い充填タイプのスルホー
ルの形成に加え、充填タイプのスルホールと外部端子部とを一体的にめっき形成すること
を可能としており、結果、外部端子部と配線部とを確実に電気的に接続できるものとして
いる。
また、ベース基板の両面を充填タイプのスルホールで電気的に接続し、且つ、ベース基板
の少なくとも一面に微細な配線を多層に形成する多層配線基板の作製を可能とする。
詳しくは、ＢＴレジン（ビスマレイド樹脂）基板を用いたＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　
Ａｒｒａｙ）用の基板のように、コア基板の一面に半導体素子を搭載し、他の面には外部
端子部を設け、コア部に設けられたスルホールを介して両面を電気的に接続するタイプの
エリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板で、近年の更なる多端子化にも対応できる
微細配線、多層配線を有し、且つ、コア部に設けるスルーホールを高い信頼性を有する充
填タイプのスルーホールとすることができる配線基板の提供を可能としている。
特に、電解めっきによる金属めっき充填形成による充填タイプのスルーホールを設けた配
線基板で、ベース基板の配線部を形成していない他方の面側に、はみ出るように電解めっ
きにより金属めっき部を形成している配線基板の場合、該他方の面側に形成された金属め
っき部をそのまま、エリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板の外部端子として使用
することができる。
そして、転写版にめっき形成した配線部を電着樹脂層を介して転写形成して、配線基板の
配線部とすることにより、配線部の微細化を可能とするとともに、配線部の多層化を簡単
に可能としている。
【００１０】
特に、ベース基板の表面の電着樹脂層を、カルボキシル基を有する溶剤可溶性ポリイミド
、溶剤、中和剤を含むポリイミド電着液を用いて電着形成するが、このポリイミド電着液
は、ポリアミック酸でないため、ポリアミック酸のイミド化工程の必要はない。このため
、イミド化工程を必要とする場合に生じるポリイミド中への金属溶出が防止される。
また、上記ポリイミド電着液を０°Ｃ～１５°Ｃに冷却保持して、電着形成することによ
り、ポリイミドの加水分解を起こりにくくし、且つ、所定の電着膜厚を実用レベルの時間
で得ることを可能としている。
尚、加水分解により電着樹脂層の特性が変化することがある。
また、電着の際、電着液が０°Ｃ未満であると、所定の電着膜厚を得るのに時間がかかり
過ぎ、１５°Ｃを越えると比較的加水分解が起こりやすくなり、好ましくない為、通常、
０°Ｃ～１５°Ｃの間の、ある所定の温度を保持した状態で電着を行う。
【００１１】
本発明の配線基板は、このような構成にすることにより、ベース基板の少なくとも一面に
微細な配線を形成することができ、且つ、電気的接続に対して信頼性の高い充填タイプの
スルホールを設けた配線基板の提供を可能とし、具体的には、高い密度配線、多端子のエ
リアアレイタイプ（ＢＧＡタイプ）の半導体装置用の配線基板の提供を可能としている。
ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）タイプの配線基板にも適用できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を挙げて、図に基づいて説明する。
図１は本発明の配線基板の製造方法の実施の形態の第１の例の工程図で、図２は本発明の
配線基板の製造方法の実施の形態の第２の例の工程図で、図３（ａ）は本発明の配線基板
の実施の形態の第１の例を示した断面図で、図３（ｂ）はその配線部の端子部を説明する
ための図で、図４は本発明の配線基板の実施の形態の第２の例を示した断面図で、図５は
転写と転写工程を説明するための断面図である。
図１～図４ともに、説明を分かり易くするために、特徴部の一部断面を示したものである
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。
図１～図４中、１１０はベース基板、１１０Ａは第１の面、１１０Ｂは第２の面、１１０
Ｍは金属材料、１１５は貫通孔部、１２０は電着樹脂層、１３０は転写版、１３１は導電
性基板、１３３は配線部（めっき導電性層）、１３３Ａは端子部、１３３Ｂはリード、１
３３Ｃは接続端子部、１３５はレジスト、１４０はめっき浴、１４５は電極材、１５０は
スルホール、１５５は外部端子部、１６０は下地めっき層、１６５はハンダめっき層、１
７０は配線部（めっき導電性層）、１７５は絶縁性接着剤層、１８０は配線部（めっき導
電性層）、１９０は導電性ペースト、２００、２０５は転写版、２１０は導電性基板（ス
テンレス基板）、２２０はレジスト、２２５は開口部、２３０は導電性層、２４０は電着
接着剤層、２５０は被転写基材である。
【００１３】
はじめに、本発明の配線基板の製造方法の実施の形態の例を挙げて説明する。
先ず、第１の例を図１に基づいて説明する。
第１の例は、エリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板を作製する方法であって、図
３（ａ）に示す、ベース基板１１０の第１の面１１０Ａに配線部１３３を設け、充填タイ
プのスルホール１５０を介して第１の面１１０Ａの配線部１３３と電気的に接続する外部
端子部１５５を、該ベース基板１１０の第１の面１１０Ａに対向する第２の面１１０Ｂ側
に設けた配線基板の製造方法の１例である。
先ず、シート状の金属材料１１０Ｍを用意し（図１（ａ））、スルホールを形成するため
の貫通孔１１５を所定の位置に設けた後、金属材料１１０Ｍの表面に電着樹脂層１２０を
形成しておく。（図１（ｂ））
貫通孔１１５の形成は、機械加工方法、エッチング加工方法レーザ加工方法等、特に限定
はされないが、微細加工に適したものを用いる。
【００１４】
電着樹脂層１２０は、電着により、金属材料１１０Ｍの表面に形成されるが、加熱により
粘着性を示すもので、絶縁信頼性、化学的安定性、強度に優れたものが好ましい。
電着樹脂層１２０を電着形成するための電着液に用いられる高分子としては、電着性を有
する各種アニオン性、またはカチオン性合成高分子樹脂を挙げることができる。
アニオン性高分子樹脂としては、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン化油樹脂、
ボリブタジエン樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂等を単独で、ある
いは、これらの樹脂の任意の組合せによる混合物として使用できる。さらに、上記のアニ
オン性合成樹脂とメラミン樹脂、フエノール樹脂、ウレタン樹脂等の架橋性樹脂とを併用
しても良い。
また、カチオン性合成高分子樹脂としては、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂
、ポリブタジエン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂等を単独で、あるいは、これら
の任意の組合せによる混合物として使用できる。さらに、上記のカチオン性合成高分子樹
脂とポリエステル樹脂、ウレタン樹脂等の架橋性樹脂を併用しても良い。
また、上記の高分子樹脂に粘着性を付与するために、ロジン系、テルペン系、石油樹脂等
の粘着性付与樹脂を必要に応じて添加することも可能である。
上記高分子樹脂は、アルカリ性または酸性物質により中和して水に可溶化された状態、ま
たは水分散状態で電着法に供される。すなわち、アニオン性合成高分子樹脂は、トリメチ
ルアミン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン等の
アミン類、アンモニア、苛性カリ等の無機アルカリで中和する。カチオン性合成高分子樹
脂は、酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、乳酸等の酸で中和する。そして、中和された水に可溶
化された高分子樹脂は、水分散型または溶解型として水に希釈された状態で使用される。
【００１５】
特に、絶縁性、強度、化学的安定性の面から電着樹脂層１２０がポリイミド樹脂であるこ
とが好ましい。
例えば、カルボキシル基を有する溶剤可溶性ポリイミド、溶剤、中和剤を含むポリイミド
電着液を用いて電着形成されるものが挙げられる。
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この場合、ポリイミド電着液を０°Ｃ～１５°Ｃに冷却保持して、電着形成することによ
り、加水分解を起こりにくくし、且つ、所定の電着膜厚を実用レベルの時間で得ることが
可能となる。
尚、この場合、溶剤可溶性ポリイミドの芳香族テトラカルボン酸成分として、少なくとも
、ＢＰＤＡかＢＴＤＡのいずれか一方を含み、芳香族ジアミン成分として、３，５－ジア
ミノ安息香酸を含むものが挙げられる。
また、溶剤としてはアセトフェノンまたは１－アセトナフトンが挙げられる。
【００１６】
一方、ステンレス（ＳＵＳ３０４）等の導電性基板基材１３１の一面にレジストを塗布し
、所定形状に開口部を設けた転写版で、レジスト開口から露出した領域に電解めっきによ
り、スルホールと接続するための端子部を含む配線部の１３３をめっき形成しておく。
この転写版は、図１（ｃ）の１３０に対応する。
転写版１３０は、後の、スルホール、外部端子部作製のためのめっきの際に不要な領域に
、導電性層がめっき形成されないように、図１（ｃ）に示すように不要な領域はレジスト
１３３で覆っておく。
転写版１３０の裏面（配線部形成側と反対の面）は、場合によっては、他のレジストやマ
スキング材で覆っても良い。
転写版の基材としては、特に導電性基板に限定されないが、配線部形成側の表面が少なく
とも導電性であることが必要で、めっき形成した配線部を剥離し易いものが好ましい。
配線部としては、通常、めっき銅が用いられる。
端子部は、スルホール形成領域全部を覆う大きさに設けておくことが好ましい。
尚、転写版の形成とその使用方法については、後述する。
【００１７】
次いで、電着樹脂層１２０を形成したシート状の金属材料１１０Ｍからなるベース基板１
１０と、配線部１３３を形成した転写版１３０とを、位置合わせして、転写版１３０の配
線部１３３側を、ベース基板１１０の第１の面１１０Ａ側に密着させる。（図１（ｃ））
転写版１３０をベース基板１１０に密着させた状態のまま、めっき浴１４０中に入れ、所
定のめっき条件にて、電解めっきを行う。（図１（ｄ））
第２の面１１０Ｂ側から露出した、第１面１１０Ａ側の端子部１３３Ａに導電性層を電解
めっきによりめっき形成して、ベース基板１１０の貫通孔部１１５を、第２面に達するよ
うに埋めて、充填タイプのスルホール１５０形成した（図１（ｅ））後、更にめっきを継
続し、ベース基板の第２面１１０Ｂの貫通孔１１５領域周辺にまで達し、盛り上がる様に
導電性層の電解めっきを行い、充填タイプのスルホール１５０に一体的に連結した外部端
子部１５５を形成する。（図１（ｆ））
電解めっき形成する導電性層としては銅めっき層が挙げられるが、特にこれに限定はされ
ない。
銅めっき浴としては、通常の銅めっ浴が用いられる。
次いで、配線部１３３のみをベース基板１１０に残した状態で（転写して）、転写版を剥
離する。（図１（ｇ））
【００１８】
この後、必要に応じ、第１面１１０Ａ側の半導体素子との接続用の端子部（図３（ｂ）の
１３３Ｃに相当）の表面に、下地めっき層（Ｎｉめっき層）０を介して金めっき層を施し
、外部端子部１５５の表面に、下地めっき層（Ｎｉめっき層）１６０を介してハンダめっ
き層１６５を施しておく。（図１（ｈ））
外部端子部１５５の表面へのめっきはプリント基板への実装のためのものある。
【００１９】
次いで、第２の例を、図１、図２に基づいて説明する。
第２の例は、多層配線基板を作製する方法であって、図４に示す、ベース基板１１０の第
１の面１１０Ａに配線部１３３、配線部１７０を多層に設け、第２の面１１０Ｂに配線部
１８０を設け、且つ、充填タイプのスルホール１５０を介して第１の面１１０Ａの配線部
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と第２面側の配線部とを電気的に接続させた配線基板の製造方法である。
第１の例と同様にして、図１（ｅ）のめっき工程までを行い、この段階でめっきを止める
。
即ち、充填タイプのスルホール１５０の形成を行い、めっきを止める。
尚、ベース基板１１０の第２の面１１０Ｂ側にめっき形成された導電性層が多少盛り上っ
た状態でも良いが、できるだけ第２の面１１０Ｂに揃える。
必要に応じては研磨等により、第２の面１１０Ｂに揃える。
この後、配線部１３３のみをベース基板１１０に残した状態で（転写して）、転写版を剥
離する。（図２（ａ））
次いで、第１面１１０Ａ側および第２面１１０Ｂ側にそれぞれ、絶縁性接着剤層１７５、
１８５を介して、配線部１７０、１８０を形成する。（図２（ｂ））次いで、導電性ペー
スト１９０を所定の位置に塗布、乾燥して、必要な電気的接続を行った後、必要に応じ、
熱処理をして、ベース基板１１０の両面に配線部を有する多層配線基板を得る。（図２（
ｃ））
【００２０】
ここで、転写版からの図１（ｃ）のベース基板１１０の第１の面上に配線層１３３を形成
する際の、転写版の形成方法、転写版から図２（ａ）のベース基板１１０の第１の面およ
び第２の面上に配線層１７０、１８０を形成する際の、転写版の形成方法、転写方法につ
いて、図５に基づいて簡単に説明しておく。
先ず、ステンレス（ＳＵＳ３０４）等の導電性基材２１０を用意し（図５（ａ））、その
一面に、形成する配線に合わせてレジスト２２０を形成する。（図５（ｂ））
レジスト２２０としては、ノボラックレジスト等が用いられるが、耐めっき性のもので処
理性の良いものであれば、これに限定されない。
尚、必要に応じ、めっき前処理を行っておく。
次いで、レジストの開口部（図１（ｂ）の２２５）に、配線部となる導電性層２３０をめ
っき形成する。（図５（ｃ））
導電性層２３０としては、通常、銅めっき層が用いられる。
配線部となる導電性層２３０がめっき形成された状態の転写版２００が、図１の第１の例
に用いられるが、転写版２００に必要に応じ、スルホール、外部端子部作製の際のめっき
不要部分にレジスト等によりマスキングを施したものが図１（ｃ）の１３０に対応するも
のである。
【００２１】
次いで、導電性層２３０上に更に、電着、ディスペンス塗布法、印刷塗布法等により、絶
縁性の接着剤層２４０を形成する。（図５（ｄ））
図２における配線部１７０、１８０は、それぞれ、図５（ｄ）に示すような、導電性層２
３０上に絶縁性の接着剤層２４０を形成した状態の転写版２０５を用いて、その接着剤層
２４０を被転写材（シート状の絶縁層側）の配線形成面側に、熱圧着して（図５（ｅ））
、導電性基材２１０を剥離して、接着剤層２４０を介して導電性層２３０を被転写材側に
転写形成される。（図５（ｆ））
この後、必要に応じ、熱処理を施し、接着剤層を硬化させる。
【００２２】
接着剤層２４０としては、常温もしくは、加熱により粘着性を示すものであれば良く、例
えば、使用する高分子としては、合成高分子樹脂を挙げることができる。
合成高分子樹脂としては、アクリル性樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン化油樹脂、ボリ
ブタジエン樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂等を単独で、あるいは
、これらの樹脂の任意の組合せによる混合物として使用できる。さらに、上記のアニオン
性合成樹脂とメラミン樹脂、フエノール樹脂、ウレタン樹脂等の架橋性樹脂とを併用して
も良い。
また、上記の高分子樹脂に粘着性を付与するために、ロジン系、テルペン系、石油樹脂等
の粘着性付与樹脂を必要に応じて添加することも可能である。
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上記高分子樹脂は、アルカリ性または酸性物質により中和して水に可溶化された状態、ま
たは水分散状態で電着法に供される。すなわち、アニオン性合成高分子樹脂は、トリメチ
ルアミン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン等の
アミン類、アンモニア、苛性カリ等の無機アルカリで中和する。カチオン性合成高分子樹
脂は、酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、乳酸等の酸で中和する。そして、中和された水に可溶
化された高分子樹脂は、水分散型または溶解型として水に希釈された状態で使用される。
特に、絶縁性、強度、化学的安定性の面から接着剤層がポリイミド樹脂であるとが好まし
い。
【００２３】
次に、本発明の配線基板の実施の形態の例を挙げる。
図３（ａ）は第１の例の配線基板の断面の一部を示したもので、図１に示す配線基板の製
造方法により作製されるエリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板で、第１の面１１
０Ａ側に半導体素子（図示していない）を搭載するものである。
配線部１３３は、めっき形成された転写版から転写形成されたもので、配線の微細化が可
能で、半導体素子の多端子化に対応できる。
スルホール１５０は、ベース基板１１０の貫通孔部を埋めるように、導電性層によりめっ
き形成されている充填タイプのスルホールで、配線部１３３の端子部１３３Ａに直接めっ
き接続している。
また、スルホール１５０と一体的に連結して、外部端子部１５５が第２面１１０Ｂの貫通
孔領域周辺にまで達し、盛り上がる様に導電性層によりめっき形成されている。
スルホール１５０、外部端子部１５５の導電性層としては、銅めっきが、通常用いられる
が、これに限定はされない。
外部端子部１５５の表面には、実装用のめっきを施しておくが、外部端子部１５５が銅め
っきの場合は、通常、Ｎｉめっきからなる下地めっき層１６０、ハンダめっき層１６５を
設けている。
電着樹脂層１２０はベース基板１１０の表面を覆っており、配線部１３３は、これを介し
て設けられている。
【００２４】
図３（ｂ）に示すように、各配線部１３３のスルホールと接続する端子部１３３Ａは、リ
ード１３３Ｂに接続し、更にリード１３３Ｂの端子部１３３Ａとは反対側の延長部に半導
体素子の端子（パッド）と直接ないしワイヤを介して接続する接続端子部１３３Ｃを有す
る。
本例では端子部１３３Ａは、スルホール１５０の形成領域全体（図３（ｂ）の点線円領域
内）を覆うように設けられているが、必ずしも全体を覆う必要はない。
このことは、配線部１３３（端子部１３３Ａを含む）の転写形成する際に、転写精度をそ
れほど必要せず、図１に示す転写が容易であることを意味する。
そして、外部端子部１５５は、二次元的に配列（エリアアレイとも言う）されている。
半導体素子の端子（パッド）と直接接続する接続端子部１３３Ｃを有する場合には、配線
基板のサイズをほぼチップサイズとするＣＳＰ用の配線基板にも適用できる。
【００２５】
図４は第２の例の配線基板の断面の一部を示したもので、図２に示す配線基板の製造方法
により作製される多層配線基板である。
第２の例も、第１の例と同様、ベース基板１１０の貫通孔部に充填タイプのスルホール１
５０をめっき形成して設けている。
本例の場合は、スルホール１５０の第２面１１０Ｂ側は、第２の面１１０Ｂにほぼ面を合
わせている。
電着樹脂層１２０は金属材料１１０Ｍの表面部を覆っており、配線部１３３は、これを介
して設けられている。
配線部１７０は接着剤層１７５を介して、配線部１３３上に設けられており、配線部１８
０は接着剤層１８５を介して、第２面１１０Ｂ面に設けられている。
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配線部１７０は導電性ペースト１９０を介して配線部１３３と導通をとっている。
本例の変形例としては、第１面１１０Ａ側の配線部を３層以上に形成したものや、配線層
を１層とするもの、および、第２面１１０Ｂ側の配線部を２層以上としたものも挙げられ
る。
【００２６】
【実施例】
更に、実施例を挙げて本発明を説明する。
（実施例１）
実施例１は、図１に示す工程にて、図３（ａ）に示すエリアアレイタイプの半導体装置用
の回路基板を作製したもので、以下、図１、図３にもとづいて、説明する。
先ず、厚さ１００μｍのステンレス材（ＳＵＳ３０４）からなるシート状の金属材料１１
０Ｍを用意し（図１（ａ））、スルホール形成用の貫通孔をエッチング加工により約６０
μｍΦの孔径で作製した後、その表面に、電着により、絶縁性、熱可塑性のポリイミド樹
脂からなる電着樹脂層１２０を電着形成し、更に、熱処理を行い、ベース基板１１０が得
られた。（図１（ｂ））
【００２７】
以下のようにポリイミドワニスを作製し、電着液の調製を行った。
＜ポリイミドワニスの製造＞
ガラス製のセパラブル三つ口フラスコを使用した。攪拌器，窒素導入管及び冷却管の下部
にストップコックの付いた水分受容器を取りつけた。
窒素を流しながら、さらに攪拌しながら反応器をシリコン油中につけて、加熱して反応さ
せた。反応温度はシリコン温度で示す。
３、４、３’、４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸ジ無水物（以後ＢＴＤＡと呼ぶ）
６４．４４ｇ（０．２モル）、ビス（４－（３－アミノフェノキシ）フェニル）スルホン
４２．７２ｇ（０．１モル），γ－バレロラクトン３ｇ（０．０３モル）、ピリジン４．
８ｇ（０．０６モル）、ＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドンの略）４００ｇ、トルエン
９０ｇを加えて、窒素を通じながらシリコン浴中，室温で３０分撹件（２００ｒｐｍ）、
ついで昇温して１８０℃、ｌ時間、２００ｒｐｍに攪拌しながら反応させた。
反応後、トルエン－水留出分３０ｍｌを除去し、空冷して、ＢＴＤＡ３２．２２ｇ（０．
１モル）、３、５－ジアミノ安息香酸（以後ＤＡＢｚと呼ぶ）１５．２２ｇ（０．１モル
）、ＮＭＰ２２２ｇ、トルエン４５ｇを添加し、室温で１時間攪拌（２００ｒｐｍ）、次
いで昇温して１８０℃に加熱攪拌した。
トルエンー水留出分１５ｍｌを除去し。その後、トルエンー水留出分を系外に除きながら
、１８０℃、３時間、加熱、撹拌して反応を終了した。
これにより、２０％ポリイミドワニスを得た。
ポリイミドの酸価は、電位差滴定（０．０５Ｎ、エタノール性ＫＯＨ溶液使用）で、滴定
したところ、９０ｍｍｏｌ／１００ｇ固形分であった。この酸価のうち、６３ｍｍｏｌ／
１００ｇ固形分は樹脂モノマーに３，５－ジアミノ安息香酸を用いているので、それ由来
のペンダント型の酸である。残りが残存するアミド酸構造や樹脂末端の酸由来のものであ
る。即ち、ポリイミドの基本的な骨格構造は、前記構造式で示されるものである。
＜電着液の調製＞
得られた２０％濃度ポリイミドワニス１００ｇにＮ－メチルピロリドンを加え、１５％ポ
リイミドワニスとしたもの１０００ｇに、アセトフェノン４５０ｇ、トリエチルアミン６
．５ｇを加え、撹件しながら水３７５ｇを滴下し、水性電着液を調製した。
固形分濃度８．９％、ｐＨ７．７の電着エマルジョン組成物を得た。
【００２８】
次いで、後述する図５（ａ）～図５（ｃ）に示す工程にて作製された転写版を用い、配線
部１３３側を、ベース基板１１０の第１の面１１０Ａ側の電着樹脂層１２０を介して、ベ
ース基板１１０に２３０°Ｃで熱圧着させた。（図１（ｃ））
尚、配線部１３３の膜厚は１０μｍとした。
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次いで、銅めっき浴１４０中において、転写版のステンレス基材１３１と電極材１４５と
の間に電圧をかけ、銅めっきを行った。（図１（ｄ））
電解銅めっきは、硫酸銅五水和物濃度７０ｇ／ｌ、硫酸濃度２００ｇ／ｌ、塩化物濃度６
０ｐｐｍの浴組成に奥野製薬株式会社製の光沢剤トップルチナを加えて液温３０°Ｃにて
行い、めっき銅からなるスルホール１５０を形成し（図１（ｅ））、更に、外部端子部１
５５をめっき形成した。（図１（ｆ））
外部端子部１５５をめっき形成後、配線部１３３をベース基板１１０側に残した状態（転
写した状態）で、転写版１３０を剥離した。（図１（ｇ））
【００２９】
次いで、感光性ポリイミドを、表面処理用のレジスト且つ保護膜として両面に塗布し、第
１面１１０Ａの半導体素子との接続用の端子部（図３（ｂ）の１３３Ｃに相当）箇所を所
定の製版によって開口させ、ニッケル及ぴ金めっきを施し、同様に、外部端子部１５５箇
所を所定の製版によって開口させ、ニッケル（下地めっき１６０）及ぴハンダめっき１６
５を施して、配線基板の作製を完成とした。（図１（ｈ））
【００３０】
転写版１３０の作製は、次のように行った。図５に基づいて説明する。
先ず、所定の前処理を施したステンレス（ＳＵＳ３０４Ｈ　住友金属株式会社製）からな
る導電製基材２１０を用意し（図５（ａ））、該導電製基材２１０の一面上に感光性レジ
ストＡＲ９００（東京応化株式会社製）からなるレジスト２２０を均一に塗布し、所定の
パターンが形成された露光用マスクを介して高圧水銀灯でレジスト部を露光した後、所定
の現像液で該感光性レジストを現像して、所定の形状にレジスト２２０を形成し、レジス
ト２２０の硬膜処理、洗浄処理（めっき前処理）を行った。（図５（ｂ））
次に、電解銅めっき法にて配線部をめっき形成した。（図５（ｃ））
めっき液組成、条件は、スルホール１５０、外部端子部１５５形成と同じ条件で行い、膜
厚さ１０μｍのめっき銅からなる配線部１３３を得た。
【００３１】
このようにして、ベース基板の一面にめっき形成された配線部を設け、他の一面に外部回
路と接続するための外部端子部を、二次元的に配列させて設け、配線部と外部端子部とを
、該ベース基板の貫通孔部に設けた充填タイプのスルホールを介して、電気的接続をとる
エリアアレイタイプの半導体装置用の配線基板で、且つ、スルホール部と外部端子部を一
体的に連結してめっき形成している配線基板を作製した。
【００３２】
（実施例２）
実施例２は、実施例１において、電着樹脂層１２０を形成するための電着液の調製を以下
のように行い、実施例１と同様の充填タイプのスルホールを有するエリアアレイタイプの
半導体装置用の配線基板を作製した。
尚、電着液の調製以外の点については、実施例１と同様に行った。
＜電着液の調製＞
得られた２０％濃度ポリイミドワニス１００ｇにＮ－メチルピロリドンを加え、１５％ポ
リイミドワニスとしたもの１０００ｇに、１－アセトナフトン４５０ｇ、トリエチルアミ
ン６．５ｇを加え、撹件しながら水３７５ｇを滴下し、水性電着液を調製した。
固形分濃度８．９％、ｐＨ７．９の電着エマルジョン組成物を得た。
【００３３】
【発明の効果】
本発明は、上記のように、ベース基板の一面に選択めっき形成された配線部を設け、電気
的接続に対して信頼性の高い充填タイプのスルホールを設けた配線基板の製造方法、更に
は、このような選択めっき形成された配線部、充填タイプのスルホールに加え、スルホー
ルと該ベース基板の他の面側に設けた外部端子部とを一体的に連結して設けた配線基板の
製造方法の提供を可能とした。
同時に、そのような製造方法により作製された配線基板の提供を可能とした。これにより
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でき、且つ、電気的接続に対し信頼性の高いエリアアレイタイプの半導体装置用の配線基
板の提供を可能とした。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の配線基板の製造方法の実施の形態の第１の例を示した工程図
【図２】本発明の配線基板の製造方法の実施の形態の第２の例を示した工程図
【図３】本発明の配線基板の実施の形態の第１の例を示した図
【図４】本発明の配線基板の実施の形態の第２の例を示した図
【図５】転写版の製造方法と、転写方法を説明するための図
【符号の説明】
１１０　　　　　　　　　　ベース基板
１１０Ａ　　　　　　　　　第１の面
１１０Ｂ　　　　　　　　　第２の面
１１０Ｍ　　　　　　　　　金属材料
１１５　　　　　　　　　　貫通孔部
１２０　　　　　　　　　　電着樹脂層
１３０　　　　　　　　　　転写版
１３１　　　　　　　　　　導電性基板
１３３　　　　　　　　　　貫通孔部
１３３Ａ　　　　　　　　　端子部
１３３Ｂ　　　　　　　　　リード
１３３Ｃ　　　　　　　　（半導体素子との接続用の）接続端子部
１３５　　　　　　　　　　レジスト
１４０　　　　　　　　　　めっき浴
１４５　　　　　　　　　　電極材
１５０　　　　　　　　　　スルホール
１５５　　　　　　　　　　外部端子部
１６０　　　　　　　　　　下地めっき層（Ｎｉめっき層）
１６５　　　　　　　　　　ハンダめっき層
１７０、１８０　　　　　　配線部（めっき導電性層）
１７５、１８５　　　　　　絶縁性接着剤層
１９０　　　　　　　　　　導電性ペースト
２００、２０５　　　　　　転写版
２１０　　　　　　　　　　導電性基板（ステンレス基板）
２２０　　　　　　　　　　レジスト
２２５　　　　　　　　　　開口部
２３０　　　　　　　　　　導電性層
２４０　　　　　　　　　　電着接着剤層
２５０　　　　　　　　　　被転写基材
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